UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

BN-81

- 3375-31/03
POLPREzfxggm(ows Tranzystory typu BFP 519, /
BFP 520 i BFP 521 Zamiast

BN-72/3375-16.04

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczegdlowe N & ‘ ; F L
wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw n-p-n ma- _ S
lej mocy, wielkiej czestotliwosci, wykonanych technologia \ 3 ' _—
epitaksjalno-planarng typu BFP 519, BFP 520, BFP 521 w A PR ST S ——— -
obudowie metalowej, przeznaczonych do sprzetu powszech- i'__ é‘
nego uzytku oraz urzgdzend wymagajgcych zastosowania ele-
mentédw o wysokiej i bardzo wysokiej jakoséci. = Tablica 1, Wyniany
Tranzystory przeznaczone sg do pracy w ukladach wzma-
cniajgcych i generacyjnych wielkiej 'czqstotliwoéci W za- T S— Két -
kresie do 100 MHz oraE W ukladach przelaczajacych éred- iﬁ ?:lu ‘ SlepHie
niej szybkosci dziatania. min nom max nom
Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550/00 dla tran- A 4,3 o 5.3 )
zystordw:
- standardowej jako$ci (poziom jakosci I) 40/ 125/04, d - 2’541) - -
- wysokiej jakosci (poziom jakosci III) 40/125/21, 0 b, - - 0,53 -
- bardzo wysekiej jakosci (poziom jakoscilV) 40/125/56. oD 5.3 i 5.8 )
2. Przyklad oznaczania tranzystordw
a) standardowej jako$ci: " i . - .
TRANZYSTOR BFP 519 BN-81/3375-31/03 . I - S -
b) wysokiej jakodci: ‘ i 0,92 1,047) 1,16 .
TRANZYSTOR BFP 519/3 BN-81/3375-31-03 A 0,5 ) 1,2 }
¢) bardzo wysokiej jakodci:
TRANZYSTOR BFP 519/4 BN-81/3375-31/03 : 12,7 } . )
3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé nastepu- - . } ] 457
‘jace dane: B # - - | 907
a) nazwe producenta lub znak fabryczny, T N — —H '
b) oznaczenie typu (podtypu),
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej i 5. Badanie w grupie A, B, Ci D - wg ark. 00 p. 5.1.

.ba ¢ . “ . k > . . » .
rdzo wysokiej jakodci 6. Wymagania szczegdlawe dla badan grupy A, B, Ci D

for i bl ; ¢ ynak
Trensystony wysokie] jakefel pewinny byl znakowane a) badanie podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw: A,

cyfrg 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cyfra 4 0D, T wg rysuku s bl 1
L 4 e ’
UMleszczong po oznaczeniu typu. b) badanie podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2,

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora - wg'

¢) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3,
rysunku i tabl. 1.

Elementy obudowy - wg PN-72/T-01503: d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-

arkusz 28 - podstawa Bll, daniach grupy B, C i D - wg tabl. 4.

arkusz 55 - obudowa C7. 7. Pozostale postanowienia - wg ark. 00 niniejszej nor-

Oznaczenie obudowy stosowane przez prczducénta - CE 22, my.

Zgloszona przez Navkowo-Produkcyine Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Podzespoléw i Materiatéw Elekironicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77)

Wydanie 2 .
WYDAWNICTWA NOEMALIZACYJINE ,,ALFA" 1984 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,50 Nak}. 200 +23 Zam,179/84 Cena 2zl 30,00



Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2

Wartosci graniczne

Poﬁg:ga Rodzaj badania K‘;‘;t:;n‘;“t':“y w;’i;tg‘_i; 41’/"1{‘11311";0 " Warunki pomiaru Jednostka | BFP 519 BFP 520 BEP 521
max [min max min max min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 iz
A2 Sprawdzenie IC‘BO' ark. 05 UCB =20V; IE_ 0 nA - 100 - 100 - 100
podstawowych
parametrow _
elektrycznych Ysryceo ek G le=10mA; =0 o 20 ) el | = k3 i
Usrycao . ark. 04 le=10pA; I, =0 \% 70 . 50 | - 30 .
U(BR) EBO ark. 04 IE =10 pA; 1,=0 % 5 - 5 - 5 -
’ 20 - 20| - 20 .
11 20 35 20 35 | 20 35
Ie = 10 mA;
h E ark, 01 Uy 6V 111 - 30 90 30 90 30 90
\4 70 170 70 | 170 70 170
V1 150 - 150 - 150 -
By ark. 21 IC= 10 mA; UCE= 6V f=1KkHz g 20 500 20 | 500 20 500
e
A3 Sprawdzenie UCEsat 7 ) - 0,5 . 0,5 - 0,5
c2 drugorzednych ark, 02 lo=20mA; Ig=2mA Vv
parametrow UgEsat - 1 - 1 - |
elektrycznych
fr ark. 24 lo=5mA; Uggp=10V; f= 100 MHz MHz 100 - | bo| - | 100 -
Ad Sprawdzenie
parametrow
elektrycznych : ”
W tamp= 125 OC. lego ark. 05 Upg=20V; IE-; 0 pA - 10 - 10 - 10
(poziom 111 IV)|

€0/ 1€-GLEE/T18-NY



BN-81/3375-31/03

Tablica 3. Wymagania szczegdlowe do badan grupy B, Ci D

Lp. Podgrupa badan Rodza) badania Wymagania szczegdlowe
] s 3 4
| Bl. €1 Sprawdzenie wytrzymalosci mechaniczne] préba Ub, metoda 2: 2,5 N;
wyprowadzen préba U_al: 5N
Sprawdzenie szczelnosc proba Qk; poziom nieszczelnosci
6,65 * 107° Pa - dm3/s
B
2 B3 Sprawdzenie wytrzymaloéci na spadki polozenie tranzystora w czasie spadania:
swobodne wyprowadzeniami do géry
R B4, C4 Sprawdzenie wytrzymalosci na udary wielo- | mocowanie za obudowe
krotne
4 B6, C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia elek- | ukliad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5,
tryczne -IE = 15 mA, UCB= 20V
5 3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,5¢
6 C& Sprawdzenie wytrzymalosci na przyspie- kierunek probierczy: obydwa kierunki
szenia stale wzdluz osi wyprowadzen, mocowanie za obu-
dowe
Sprawdzenie wytrzymalosci na udary wielo- | mocowanie za obudowg¢
krotne
Sprawdzenie wylrzymaloséci na wibrac)e mocowanie za obudowe
o stalej czgstotliwosci
7 C10 Sprawdzenie wymiardw wg rysunku i tabl. 1
8 D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie cidnie- temperatura narazenia 25 °c
(poziom jakosci 111 nie atmosferyczne
i1V
9 D4 Sprawdzenie wylrzymaloéci na plesni ‘brak porostu pleéni po badaniu
10 D5 Sprawdzenie wytrzymalosci na mgl¢ solng polozenie tranzystora dowolne
Tablica 4. Parametry elekiryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, 11l i [V)
Wartosci graniczne
Oznaczenie Metoda . ‘
literowe omiaru w wargid Podgrupa badani Jjednostka
& & | pomiaru SAp i BFP 519 | BFP 520 BFP 521
P
parametru PN-74/
& iy
T-013504 min |max | min |[max |min | max
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11
= 30| Bl« B3, bs, B, S, L3, nA - lwo | - | 1w00]| - [100
B c4, €5, &7, €9, 117)
k. 05
Iego arks -0 |B6, C6, C8 nA - | 500 | - 500 | - |500
c21) pA - 10 - 10 | - 10




4 BN-81/3375-31/03

cd. tabl. 4
Wartosci graniczne
Oznaczenie Metoda
literowe | pomiaru wg | Warunki Podgrupa badan Jednostka BFP 519 BFP 520 BFP 521
parametru PN-74/ pomiaru
T-01504 min max min | max min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 20 35 20 | 35| 20 35
B1, B3, B4, BS, C1, C2, 111 30 90 30 90 | 30 90
iy 5y CRy ©F - v | 70 {170 | 70 | 170 | 70 | 170
V1 150 . 150 - 150 %
Io=10mA I 15 | 40 | 15 4 | 15 | 40
Ucp=6V 11 25 110 | 25 | 110 | 25 110
Ry ark. 01 B6, C6, C8 -
' 55 | 180 55 180 | 55 | 180
V1 120 = 120 - }120 <
1 10 " 10 . 10 .
I11 15 = 15 - 15 -
c2") -
v 35 - 35 - D -
V1 75 - y s - 75 { «
1)W czasie badania.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Naukowo- Produkcyj-

ne Centrum Pdlprzewodnikéw, Warszawa.

2. Normy zwigzane

PN-73/E-04550/00 Wyroby elektrotechniczne. Préby éro-

dowiskowe. Postanowienia ogdlne

PN-72/T-01503/28 Elementy pétprzewodnikowe. Zarys
1 wymiary. Podstawa Bll
PN-72/T-01503/55 Elementy pdélprzewodnikowe, Zarys

i wymiary. Obudowa C7
PN-74/T-01504/01 Tranzystory. Pomiar hgyp i napigcie
Ugk
PN-74/T-01504/02 Tranzystory. Pomiar napieé nasycenia

U U

CEsat? “BEsat

PN-74/T-01504 /03 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia
U.(BR) CEO» U(BR)CES’ U(BR)CER’ U(BR) CEX
PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia

Uirycso ! Ysr)eso

PN-74/T-01504/05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecz-
nych I~gai Ipgo

PN-74/T-01504/21 Tranzystory. Pomiar [hZIe] w zakre-
sie m.cz.

PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modultu hote W
zakresie w.cz. i czgstotliwosci fn

PN-78/T-01515 Elementy pdlprzewodnikowe. Ogélne wy-
magania i badania

BN-80/3375-31]00 Elementy pdlprzewodnikowe. Tranzy-

story malej mocy wielkiej czestotliwodci.  Wymagania

i badania



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31/03

3. Symbole

KTM BFP 521 - 1156313403004
BFP 519 - 1156213401002 BFP 521 11 - 1156213403017
BFP 519 11 - 1156213401015 BFP 521 III - 1156213403020
BFP 519 111 - 1156213401028 BFP 521 V - 1156213403032
BFP 519 V. - 1156213401030 BFP 521 VI - 1156213403045
B]_:"'P 519 V1 - 1156213401043
BFP 520 - 1156213402003
BFP 520 11 - 1156213402016 ,
4. Wartodei d ; N . 1-1 4 o Tel,
BFP 520 111 - 1156213402029 artosci dopuszczalne - wg rys. 1-11i tabl. 1-1
BFP 520 V - 1156213402031
Rezystancja termiczna
BFP 520 V1 - 1156213402044 zlacze - otoczenie Rin(j-a)- S 500 k/W
200 BFP 518
R BFP 520
[mW] \\ BFP 521
200 ?'4/.
s
<
¥ ~
L ‘\~
=25 o0 25 50 75 100 125 tqmu [*C] 175
Rys. 1-1. Zaleznos§¢ temperaturowa mocy strat PC= Ht)
Tablica I-1
; Wartosci dopuszczalne
Oznaczenie
Lp. arametru Nazwa parametru Jednostka '
P BFP 519 BFP 520 BFP 521
1 2 3 4 5 6 7
1 Uero Napiecie kolektor-emiter v 50 30 15
2 UCBO_ Napigcie kolektor-baza \Y 70 50 30
3 UEBO Napiqcig _emiter-baza Y% 5
4 P8 Prad kolektora mA 50
5 lem Prad szczytowy kolektora . mA 200
6 - Prad bazy mA 5
Catkowita moc wejéciowa ( stala lub érednia)
7 Pior na wszystkich elektrodach przy t,,,, €25 Qs mA 3
8 t Temperatura zlgcza % . 175
9 Vit Temperatura otoczenia w czasie pracy °c 40, ..., +125
10 Lssg Temperatura przechowywania s =55, ...y +175




5 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31/03

5. Dane charakierystyczne ~ wg rys. [-2 = [-Y i tabl. 1-2.

8
BFP 519 ' [tae = 250 - | BFPSI19
30| BFP 520 _;'5@““ Lt ) e
I, (2] ///L 1‘»»'; [mA]
["IAJ = | -muph - 250
_:"‘""""—-‘l.-—— | 6 tamb =
| 150pA l
—T ] <
,, T
1204 A [ 1]
100uA" 3
0 —
S0uA | 2 II
|
=3 504 A - ' I
radl I [
4OuA ! l
i vl
D LI 0
0 04 D8 12 U] & 0 02 04 OB Ug[v] 1
[BN-81/3375- 3/03-I-2] N-81/3375 - 31[03-1-
Rys. 1-2. Charakterystyka wyjsciowa IC :f(UCE) ; Rys. 1-4. Charakterystykd wejsciowa IB:f(UBE);
I ..~ param
I, - parametr Unp~ parametr
" arps1 100
Ir | BFP52D , BFP 519
[mA]| BFPS21 | couh | [tamp= 29°C I, | BFPS20
=1 A | grp 82y
. 160p [FA]
el - 123»’«
h g-—".--"""-Hst
10 I e 10
r | e QU#AI
amlm
8 70uA A
Q
M by
b S0uA
T
A
4 e
|
2 ZD,uiA"'
IL?IMA 4
0 1 0.
0 0 Uugly] 20 0 2 0 tomlr) %0
[BN-81/3375-31/03-1-3] (BN-81/ 33753110310
Rys. 1-3. Charakterystyka wyjéciowa IC = f(UCE) ; Rys. 1-5. Zaleznos§é temperatura pradu zerowego ICBO =

IB - parametr p = f(tamb)



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31/03 *

20

200 8rp 589
BFP 519
hog| BFP52 g | By
BFP 521
150 L fef] U = SV
Upe = P
ot * BV Ic =02mA
+ 100°C ke = 2kR
100 ‘ | | - © tamp = 25°C
+25°C 1 ‘)
gt _ ss.'. -
50 i )
e
0
01 1 10 Ic[mA] 00 0. 1 0 Flkug 100
[BN-81/3375 -~ 3103-1-8] 1ON-81/3375- 3103-1- &
Rys. 1-6. Zaleznoéé statycznego wspdlczynnika W Zmoc - Rys. 1-8. Zaleznos$é wspdlczynnika szuméw od czestotli-
nienia prgdowego od prgdu kolektora h21E= f([c) woéci F= f(f)
400 grp 519
fr | BFP520
[HH:] BFP 521
tom = 25°C b~
300
Ucg = 10V
/ f = 100MHz ‘ s
/ LTI BFP 819
/ F Ve = SV BFP 520
200 : [@8) P £ o= 1khe : A 8FP 521
6 tomp = 25°C
“‘0 .\S‘
S, Qe
=
’ 4 e
100 [y
2 = /
1] :
0 é 8 12 1 [mA] 20 00! Y t Ic[mA] 10
(BN-81/3375—-31[U3—1-9]
Rys. 1-7. Zaleznosé czestotliwoscl granicznej od pradu Rys. 1-Y. Zalezno$é wspodlczynnika szumoéw od prgdu ko-

kolektora fn=f (I5) lektora F= f(I¢)



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31/03

Tablica [-2

Lp.

Oznacze-
nie pa-
rametru

Nazwa
parametru

Warunki
pomiaru

Jed-
nost-
ka.

Typ

BFP 519

BFP 520

BFP 521

min

typ

max

min

typ

max

min

typ max

3

10

i i |

12

13 14

ICBO

Prad zerowy
kolektora

100

100

- 100

UBr)cEO

Napiecie prze-
bicia kolektor-
-emiter

50

30

15

I
YrycBo

Napiecie prze-
bicia kolektor-
-baza

70

50

30

Utsr)EBO

Napigcie prze-
bicia emiter-
-baza

UCE sat

Napiecie nasy-~
cenia kolektor-
-emiter

0,5

0,5

UBEsat

Napiecie nasy-
cenia baza-
-emiter

hye ")

Statyczny
wspotczynnik
wzmocnienia
pradowego (w
ukladzie wspdl-
nego emitera)

11

It1

Vi

20

20

20

35

35

20

30

90

90

30

70

170

170

70

150

150

150

the

Matosygnalowy
zwarciowy
wspdlczynnik
przenoszenia
pradowego w
ukladzie wspdl-
nego emitera

20

500

20

500

20

- 500

e

Matosygnalowa
zwarciowa
impedancja wejs-
ciowa w ukladzie
wspdlnego emi-
tera

10

h12e

Malosygnalowy
rozwarciowy
wspdlczynnik
wstecznego
przenoszenia
napieciowego

w ukladzie
wspolnego emi-
tera

1

h22e

Matosygnatowa
zwarciowa
admitancja
wyj$ciowa w
ukladzie
wspdlnego emi-
tera

I.=2mA
UCE =5V
f=1kHZ.

kQ

0,8

0,8

0,8 -

x10~

0,6

0,6

0,6 -

ns




Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31/03

cd. tabl. 1-2

+ 12V

Ruwy =50
tr < 1ns

Typ
Oznacze- . Jed-
Lp. | nie pa- L Warmikl | er BFP 519 BFP 520 BFP 521
N parametru pomiaru ks
min typ max min typ max min | typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i2 13 14
12 |y Matosygnalowa g
Hi zwarciowa He - 4y3 - - 4,3 - - 453 -
admitancja wejs- mS
ciowa w ukladzie by
wspdlnego emi- € - 6,2 - - 6,2 - - 6,2 -
tera
13 Yize Malosygnnlowa i 912
zwarciowa - 0,05 - - 0,05 | - - 0,05 -
. admitancja prze-
noszenia wstecz mS
w ukiadzie b
wspdlnego emi- |I.=5mA | '2€
C - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 -
tera UCE - 6 v
14 Vs Matlosygnalowa j =35 MH2 9,
? zwarciowa admi- . - 17 - - 17 = - 17 -
tancja przeno-
szenia w przdd mS
w ukladzie bme
wspdlnego emi- - 65 - - 65 - - 65 -
tera
15 Yoo, Maios‘f/gngtowa- 922, ) 0,38 ) ) 0,38 ) ) 0,38 )
zwarciowa admi- |
tancja wyjécio-
wa w ukladzie bzze o
wspdlnego emi- - 1,3 - - 1,3 - - 1,3 -
tera
16 Lo 2) Czas wlgczania ’C‘ = 200 mA ns - 40 - - £0 - = 40 =
: lp, =-21,, =
2 B B - - - : o = -
17 tofs ) Czas wylqczania | ‘40 A 2 ns 150 150 150
18 | fr Czestotliwosé I = 5 mA -
| SEamLERa. Uep =10V MHz | 150 | - - |150 | - - |50 | - .
f = 100 MHZ
19 CCBO Pojemnosé zig- Ueg =10V
cza kolektor- f = 5 MHz pF " = 8 a . 8 " - 8
-baza .
20 Typr Co |Stala czasowa - 5 mA
sprzezenia )
zwrotnego przy Ueg =10V pPs - - 500 - - 500 - - 500
wielkiej czesto-
tliwoéci f=5MHz -

1) Selekcja na grupy wzmocnienia I, 1II, V, VI tylko na zamowienie odbiorcy. Zgodnie z cennikiem CEMI za
dostawe elementédw péiprzewodnikowych zgodnych z BN, ale wg okreslonych grup selekcji pobiera sig dodatkowo dopta-
ts do ceny wyrobdw nieselekcjonowanych.

) Uklad do pomiaru czaséw przelgczen:
+5V
-4y
1kt
AT
r_‘L ° [ R 0.1 uF Oscyloskop
Generator impulsdw 0.1 uF t, €1ns




10 Informacje dodatkowe do BN-81/ 3375-31[03

6. Wydanie 2 - stan aktualny: grudzien 1983 - uaktualniono normy zwigzane oraz poprawiono bledy.




